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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing an optoelectronic component, comprising the steps of providing a
support; securing a sheet, which has a wavelength-converting material, on an upper face of the support; arranging a grid structure on
an upper face of the sheet; arranging an optoelectronic semiconductor chip in an opening of the grid structure on the upper face of
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(57) Zusammenfassung: Fin Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen Bauelement umfasst Schritte zum Bereitstellen
eines Trégers, zum Befestigen eines ein wellenldngenkonvertierendes Material aufweisenden Bogens an einer Oberseite des Trégers,
zum Anordnen einer Gitterstruktur an einer Oberseite des Bogens, zum Anordnen eines optoelektronischen Halbleiterchips in einer
Offung der Gitterstruktur an der Oberseite des Bogens, zum Anordnen eines Vergussmaterials
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an der Oberseite des Bogens, wobei die Gitterstruktur und der optoelektronische Halbleiterchip zumindest teilweise in das
Vergussmaterial eingebettet werden, wobei ein das Vergussmaterial, den Bogen, die Gitterstruktur und den optoelektronischen
Halbleiterchip umtassender Verbundkérper gebildet wird, und zum Abldsen des Verbundkérpers von dem Tréger.
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VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES OPTOELEKTRONISCHEN BAUELEMENTS
UND OPTOELEKTRONISCHES BAUELEMENT

BESCHREIBUNG

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstel-
len eines optoelektronischen Bauelements gemd&B Patentan-
spruch 1 sowie ein optoelektronisches Bauelement gemél Pa-

tentanspruch 16.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritédt der deutschen
Patentanmeldung 10 2015 120 855.5, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Rickbezug aufgenommen wird.

Aus dem Stand der Technik sind optoelektronische Bauelemente

mit unterschiedlichen Gehduseformen bekannt.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein
Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen Bauelements
anzugeben. Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 geldst. Eine weitere Aufgabe der
vorliegenden Erfindung besteht darin, ein optoelektronisches
Bauelement bereitzustellen. Diese Aufgabe wird durch ein
optoelektronisches Bauelement mit den Merkmalen des An-
spruchs 16 geldst. In den abhangigen Ansprichen sind ver-

schiedene Weiterbildungen angegeben.

Ein Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen Bauele-
ments umfasst Schritte zum Bereitstellen eines Tragers, zum
Befestigen eines ein wellenlangenkonvertierendes Material
aufweisenden Bogens an einer Oberseite des Trdgers, zum An-
ordnen einer Gitterstruktur an einer QOberseite des Bogens,
zum Anordnen eines optoelektronischen Halbleiterchips in ei-
ner Offnung der Gitterstruktur an der Oberseite des Bogens,
zum Anordnen eines Vergussmaterials an der Oberseite des Bo-
gens, wobei die Gitterstruktur und der optoelektronische

Halbleiterchip zumindest teilweise in das Vergussmaterial
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eingebettet werden, wobei ein das Vergussmaterial, den Bogen,
die Gitterstruktur und den optcelektronischen Halbleiterchip
umfassender Verbundkdrper gebildet wird, und zum Abldsen des

Verbundkdrpers von dem Trager.

Dieses Verfahren ermdglicht eine Herstellung eines optoelekt-
ronischen Bauelements mit vorteilhafterweise sehr kompakten
auBeren Abmessungen. Die Abmessungen des Verbundkdrpers des
durch das Verfahren erhdltlichen optoelektronischen Bauele-
ments konnen nur wenig Uber die Abmessungen des optoelektro-
nischen Halbleiterchips hinausgehen. Die in das Vergussmate-
rial eingebettete Gitterstruktur kann vorteilhafterweise eine
mechanische Stabilisierung und Versteifung des durch das Ver-
fahren erhaltlichen optoelektronischen Bauelements bewirken.
Dies erleichtert die Durchfihrung der weiteren Bearbeitungs-
schritte des Herstellungsverfahrens und reduziert die Gefahr
einer Beschdadigung des optoelektronischen Bauelements. Zu-
satzlich kann die in das Vergussmaterial eingebettete Git-
terstruktur als Reflektor fir durch den optoelektronischen
Halbleiterchip emittierte elektromagnetische Strahlung dienen
und dadurch eine Strahlformung bewirken. Das Herstellungsver-
fahren ist vorteilhafterweise einfach, schnell und kosten-
ginstig durchfihrbar. Der bei dem Verfahren verwendete Trager
kann vorteilhafterweise einfach ausgebildet sein. Insbeson-
dere muss sich der bei dem Verfahren verwendete Trager vor-
teilhafterweise nicht fir einen Formprozess (Moldprozess)

eignen.

In einer Ausfuhrungsform des Verfahrens weist die Offnung der

e

Gitterstruktur eine Flache auf, die zwischen 10 % und 30
groBer ist als die Flache einer Vorderseite des optoelektro-
nischen Halbleiterchips. Vorteilhafterweise umschliefBt die
Gitterstruktur die Vorderseite des optoelektronischen Halb-
leiterchips dadurch eng, wodurch die Gitterstruktur nur eine
geringfliigige Erhthung der notwendigen MindestgroBe des Ver-

bundkdérpers des durch das Verfahren erhdltlichen optoelektro-
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nischen Bauelements bewirkt. Gleichzeitig ermdglicht die ge-
geniiber der Flache der Vorderseite des optoelektronischen
Halbleiterchips grdBere Fliache der Offnung der Gitterstruktur
eine einfache Positionierung des optoelektronischen Halb-
leiterchips in der Offnung der Gitterstruktur. Dabei kann die
Gitterstruktur vorteilhafterweise zusadtzlich als Bezugsystem
zur Ausrichtung des optoelektronischen Halbleiterchips die-

nen.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird die Gitterstruk-
tur durch Laminieren an der Oberseite des Bogens angeordnet.

Vorteilhafterweise ermdglicht dies eine Vorstrukturierung der
Gitterstruktur, wodurch das Verfahren einfach und kostengiins-

tig durchfihrbar ist.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens weist die Git-
terstruktur in zur Oberseite des Bogens senkrechte Richtung
eine Dicke auf, die geringer als die Dicke des optoelektroni-
schen Halbleiterchips ist. Vorteilhafterweise ist es dadurch
sehr einfach, den coptoelektronischen Halbleiterchip in der

Offnung der Gitterstruktur anzuordnen.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens weist die Git-
terstruktur in zur Oberseite des Bogens senkrechte Richtung
eine Dicke zwischen 20 pm und 100 pm auf. Vorteilhafterweise
weist die Gitterstruktur dadurch einerseits eine ausreichende
Dicke auf, um eine mechanische Stabilisierung und Versteifung
des Verbundk&rpers zu bewirken, andererseits jedoch eine aus-
reichend geringe Dicke, um eine einfache Anordnung des opto-
elektronischen Halbleiterchips in der Offnung der Git-

terstruktur an der Oberseite des Bogens zu ermdglichen.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird die Gitterstruk-
tur mit einer Vorderseite bereitgestellt, die eine Struktu-
rierung aufweist. Dabei wird die Gitterstruktur derart ange-
ordnet, dass die Vorderseite der Gitterstruktur der Oberseite

des Bogens zugewandt ist. Die Vorderseite der Gitterstruktur
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liegt dann an einer Vorderseite des durch das Verfahren er-
hdltlichen optoelektronischen Bauelements frei. Die Struktu-
rierung der Vorderseite der Gitterstruktur kann dadurch eine
Abstrahlcharakteristik des durch das Verfahren erhdltlichen

optoelektronischen Rauelements beeinflussen.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst die Struktu-
rierung eine die Offnung der Gitterstruktur zumindest teil-
weigse umlaufende Sdgezahnstruktur. Vorteilhafterweise kann
die Strukturierung der Vorderseite der Gitterstruktur bei dem
durch dieses Verfahren erhaltlichen optoelektronischen Bau-
element eine Bindelung der durch den optoelektronischen Halb-
leiterchip des optoelektronischen Bauelements emittierten

elektromagnetischen Strahlung bewirken.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst das Befesti-
gen des Bogens an der Oberseite des Tragers Schritte zum An-
ordnen einer ldsbaren Klebefclie an der Oberseite des Tragers
und zum Anordnen des Bogens an der Klebefolie. Dabei wird der
Verbundkdrper von dem Trager abgeldst, indem die Klebefolie
von dem Trager abgeldst wird. Die Klebefolie kann beispiels-
weise eine thermisch l&sbare Klebefolie oder eine durch UV-
Bestrahlung lésbare Klebefolie sein. Vorteilhafterweise er-
mdéglicht das Verfahren dadurch ein einfaches Abl&dsen des Ver-
bundkorpers des durch das Verfahren erhaltlichen optoelektro-
nischen Rauelements von dem bei dem Verfahren verwendeten

Trager.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird der Bogen als
Bogen eines Materials bereitgestellt, das Silikon und in das
Silikon eingebettete wellenlangenkonvertierende Partikel auf-
weist. Der Bogen kann dadurch bei dem durch das Verfahren er-
haltlichen optcoelektronischen Bauelement dazu dienen, eine
durch den optoelektronischen Halbleiterchip emittierte elekt-
romagnetische Strahlung zumindest teilweise in elektromagne-
tische Strahlung einer anderen Wellenldnge zu konvertieren.

Da das Material des Bogens Silikon aufweist, kann der Bogen
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vorteilhafterweise eine Klebrigkeit aufweisen, die das Anord-
nen des optoelektronischen Halbleiterchips an der Oberseite
des Bogens vereinfacht. Dadurch lasst sich das Verfahren vor-

teilhafterweise besonders einfach durchfiihren.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird der optoelektro-
nische Halbleiterchip derart an dem Bogen angeordnet, dass
eine eine Strahlungsemissionsfldche bildende Vorderseite des
optoelektronischen Halbleiterchips dem Bogen zugewandt ist.
Dadurch ist der Bogen bei dem durch das Verfahren erhaltli-
chen optoelektronischen Bauelement ilber der Strahlungsemissi-
onsflache des optoelektronischen Halbleiterchips angeordnet,
wodurch es ermdglicht wird, dass zumindest ein Teil einer von
dem optoelektronischen Halbleiterchip an der Strahlungsemis-
sionsfldche emittierten elektromagnetischen Strahlung in dem
Bogen in elektromagnetische Strahlung mit einer anderen, bei-

spielsweise groBeren, Wellenlange konvertiert wird.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens erfolgt das Anordnen
des Vergussmaterials so, dass eine Rluckseite des optoelektro-
nischen Halbleiterchips nicht durch das Vergussmaterial be-
deckt wird. Vorteilhafterweise bleiben die Riickseite des
optoelektronischen Halbleiterchips und an der Rlckseite des
optoelektronischen Halbleiterchips angeordnete elektrische
Kontaktflachen des optoelektronischen Halbleiterchips dadurch
frei. Dies ermdéglicht es, den optoelektronischen Halbleiter-
chip des durch das Verfahren erhdltlichen optoelektronischen
Bauelements {iber die an der Rlckseite des optoelektronischen
Halbleiterchips angeordneten elektrischen Kontaktflachen

elektrisch zu kontaktieren.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst dieses einen
weiteren Schritt zum Anordnen des Verbundkdrpers an einer
weiteren Folie derart, dass der Bogen von der weiteren Folie
abgewandt ist. Die weitere Folie kann beispielsweise als Tra-
ger wahrend eines nachfolgenden Verfahrensschritts zum Zer-

teilen des Verbundkoérpers dienen.
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In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird die Gitterstruk-
tur mit einer Mehrzahl von Offnungen bereitgestellt. Dabei

wird eine Mehrzahl optoelektronischer Halbleiterchips an dem
Bogen angecordnet. Der Verbundkdrper wird dabei so ausgebil-

det, dass er alle optoelektronischen Halbleiterchips umfasst.
Vorteilhafterweise ermdglicht das Verfahren dadurch eine pa-
rallele Herstellung einer Mehrzahl optocelektronischer Bauele-
mente in gemeinsamen Arbeitsgangen. Hierdurch sinkt der Her-

stellungsaufwand pro optoelektronischem Bauelement.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst dieses einen
weiteren Schritt zum Zerteilen des Verbundkdérpers. Dabei kann
der Verbundkd&rper so zerteilt werden, dass jeder Teil des
Verbundk&rpers mindestens einen optoelektronischen Halb-
leiterchip umfasst. Dadurch koénnen gemeinsam in einem Verbund
hergestellte optcoelektronische Bauelemente voneinander ge-

trennt werden.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens erfolgt das Zerteilen
des Verbundkdrpers entlang von Trennebenen, die sich durch
Durchbriiche der Gitterstruktur erstrecken. Vorteilhafterweise
erleichtern die in der Gitterstruktur angeordneten Durchbri-
che das Zerteilen des Verbundkdrpers und der einen Teil des
Verbundkdrpers bildenden Gitterstruktur. Die Durchbriche kén-
nen auBerdem vorteilhafterweise eine Bildung von Graten im

Bereich der Trennebenen reduzieren.

Ein optoelektronisches Bauelement weist einen Verbundkdérper

auf, der einen Formkdrper, einen in den Formkdrper eingebet-
teten optoelektronischen Halbleiterchip, eine in den Formkdr-
per eingebettete Gitterstruktur und eine an eine Vorderseite
des Formkdrpers angrenzende Schicht eines wellenlangenkonver-
tierenden Materials umfasst. Dabei ist der optoelektronische
Halbleiterchip in einer Offnung der Gitterstruktur angeord-

net. Eine Vorderseite des optoelektronischen Halbleiterchips
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und eine Vorderseite der Gitterstruktur schliellen bindig mit

der Vorderseite des Formkdrpers ab.

Vorteilhafterweise kann der Verbundkdrper dieses optoelektro-
nischen Bauelements ein Gehause mit sehr kompakten duleren
Abmessungen bilden. Die Abmessungen des das Gehduse des opto-
elektronischen Bauelements bildenden Verbundkdérpers kdnnen
nur geringfigig groBer als die Abmessungen des optoelektroni-
schen Halbleiterchips sein. Die einen Teil des Verbundkdrpers
bildende Gitterstruktur bewirkt bei diesem optoelektronischen
Bauelement vorteilhafterweise eine mechanische Stabilisierung
und Versteifung des das Gehduse bildenden Verbundkérpers,
wodurch das optoelektronische Bauelement eine groBle Robust-
heit aufweisen kann. Die in den Formkdrper eingebettete Git-
terstruktur kann auBerdem dazu dienen, eine Abstrahlcharakte-

ristik des optoelektronischen Bauelements zu beeinflussen.

In einer Ausfiihrungsform des optoelektronischen Bauelements
schlieBt eine Rickseite des optoelektronischen Halbleiter-
chips biindig mit einer Rickseite des Formkdrpers ab. Dadurch
liegt die Riickseite des optoelektronischen Halbleiterchips an
der Riickseite des ein Gehduse des optoelektronischen Bauele-
ments bildenden Verbundkdrpers frei, was es ermdglicht, das
optoelektronische Bauelement {iber an der Rilckseite des opto-
elektronischen Halbleiterchips angeordnete elektrische Kon-

taktfldchen elektrisch zu kontaktieren.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist eine Ruckseite der Gitterstruktur durch den Formkorper
bedeckt. Vorteilhafterweise werden dadurch durch die Git-

terstruktur verursachte Kurzschlisse verhindert.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements

weist die Vorderseite der Gitterstruktur eine Strukturierung
auf. Diese Strukturierung kann dazu dienen, eine Abstrahlcha-
rakteristik des optoelektronischen Bauelements zu beeinflus-

sen.
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In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
umfasst die Strukturierung eine die Offnung der Gitterstruk-
tur zumindest teilweise umlaufende Sagezahnstruktur. Dadurch
kann die Strukturierung der Vorderseite der Gitterstruktur
vorteilhafterweise eine Bindelung von durch den cptoelektro-
nischen Halbleiterchip des optoelektronischen Bauelements

emittierter elektromagnetischer Strahlung bewirken.

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden klarer und deutlicher verstandlich im Zusam-
menhang mit der folgenden Beschreibung der Ausfihrungsbei-
spiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen naher erlau-

tert werden. Dabeili zeigen in jeweils schematisierter Darstel-

lung

Figur 1 eine geschnittene Seitenansicht eines Trégers:

Figur 2 den Trager mit einer darauf angeordneten Klebefo-
lie;

Figur 3 den Trager und die Klebefolie mit einem darauf an-
geordneten wellenldngenkonvertierenden Bogen;

Figur 4 den wellenlangenkonvertierenden Bogen nach dem Ab-
losen einer ersten Abdecklage;

Figur 5 eine Uber einer Oberseite des wellenlangenkonver-
tierenden Bogens angeordnete Gitterstruktur;

Figur 6 eine Aufsicht auf die Gitterstruktur;

Figur 7 eine geschnittene Seitenansicht der Gitterstruk-

tur;
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eine geschnittene Seitenansicht des Tridgers, der
Klebefolie, des wellenlangenkonvertierenden Bo-
gens, der Gitterstruktur und in Offnungen der Git-
terstruktur an der Oberseite des Bogens angeordne-

ter optoelektronischer Halbleiterchips;

einen durch Einbetten der optoelektronischen Halb-
leiterchips und der Gitterstruktur in ein Verguss-

material gebildeten Verbundkdrper:

den Verbundkdérper nach dem Abldsen des Tragers;

den Verbundkdrper nach dem Anordnen auf einer wei-

teren Folie;

den Verbundkdrper nach dem Abldsen der Klebefolie
und einer zweiten Abdecklage von dem wellenlangen-

konvertierenden BRogen;

eine Mehrzahl durch Zerteilen des Verbundkérpers

gebildeter optoelektronischer Bauelemente;

eine geschnittene Seitenansicht einer alternativen

Ausfihrungsform der Gitterstruktur; und

eine Aufsicht auf eine weitere alternative Ausfiih-

rungsform der Gitterstruktur.

1 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht

Tragers 100. Der Trager 100 weist eine ebene Ober-

101 auf. Der Trager 100 kann beispielsweise als Scheibe

ausgebildet sein. Der Trager 100 kann beispielsweise ein

Glas,

Edelstahl, Aluminium oder eine Legierung aufweisen.

Figur 2 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht

des Tragers 100 in einem der Darstellung der Figur 1 zeitlich

nachfolgenden Bearbeitungsstand.
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Auf der Qberseite 101 des Tragers 100 ist eine ldsbare Klebe-
folie 110 angeordnet worden. Die ldsbare Klebefolie 110 weist
eine erste Seite 111 und eine der ersten Seite 111 gegeniber-
liegende zweite Seite 112 auf. Sowohl die erste Seite 111 als
auch die zweite Seite 112 der losbaren Klebefolie 110 sind
klebend ausgebildet. Die zweite Seite 112 der lo&sbaren Klebe-
folie 110 ist an der Oberseite 101 des Tragers 100 angeord-
net. Die Klebefolie kann beispielsweise eine thermisch 1&s-
bare Klebefolie oder eine durch UV-Bestrahlung ldsbare Klebe-
folie sein. Die Klebeverbindung zwischen der zweiten Seite
112 der loésbaren Klebefolie 110 und der Oberseite 101 des
Tragers 100 kann dann durch eine thermische Behandlung oder

durch UV-Bestrahlung geldst werden.

Figur 3 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht
des Tragers 100 und der lésbaren Klebefolie 110 in einem der
Darstellung der Figur 2 zeitlich nachfclgenden Bearbeitungs-

stand.

Mittels der 16sbaren Klebefolie 110 ist ein wellenlangenkon-
vertierender Bogen 200 an der Oberseite 101 des Tragers 100
befestigt worden. Der wellenldngenkonvertierende Bogen 200
weist ein Material auf, das dazu ausgebildet ist, in den wel-
lenlangenkonvertierenden Bogen 200 eintretende elektromagne-
tische Strahlung mit einer Wellenldnge aus einem ersten
Spektralbereich zumindest teilweise in elektromagnetische
Strahlung mit einer Wellenldnge aus einem zweiten Spektralbe-
reich zu konvertieren. Der wellenlangenkonvertierende Bo-

gen 200 kann insbesondere ein Material aufweisen, das Silikon
und in das Silikon eingebettete wellenladngenkonvertierende
Partikel aufweist. Das Material des wellenldngenkonvertieren-
den Bogens kann dabei in einem nicht vollstdandig ausgeharte-

ten Zustand vorliegen.
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Der wellenlangenkonvertierende Bogen 200 weist eine Ober-
seite 201 und eine der Oberseite 201 gegeniberliegende Unter-
seite 202 auf. Die Oberseite 201 und die Unterseite 202 des
wellenladngenkonvertierenden Bogens 200 kdnnen jeweils eine
leichte Klebrigkeit aufweisen. Die Oberseite 201 des wellen-
langenkonvertierenden Bogens 200 ist zum Schutz vor einer
Verschmutzung durch eine erste Abdecklage 210 bedeckt. Die
Unterseite 202 des wellenlangenkonvertierenden Bogens 200 ist
zum Schutz vor einer Verschmutzung durch eine zweite Abdeck-
lage 220 bedeckt. Die Abdecklagen 210, 220 kénnen auch als

Liner bezeichnet werden.

Der wellenlangenkonvertierende Bogen 200 ist derart an der
ersten Seite 111 der losbaren Klebefolie 110 angeordnet, dass
die Unterseite 202 des wellenlangenkonvertierenden Bogens 200
der loésbaren Klebefolie 110 und somit auch der Oberseite 101
des Tragers 100 zugewandt ist. Damit ist die an der Unter-
seite 202 des wellenldngenkonvertierenden Bogens 200 angeord-
nete zweite Abdecklage 220 auf die erste Seite 111 der ldsba-

ren Klebefolie 110 auflaminiert.

Der wellenlangenkonvertierende Bogen 200 kann beispielsweise

eine Dicke zwischen 20 pm und 150 pm aufweisen.

Die Abdecklagen 210, 220 ké&nnen beispielsweise ein Kunst-
stoffmaterial aufweisen. Die Abdecklagen 210, 220 kénnen bei-
spielsweise als Polymer-Folien ausgebildet sein, insbesondere
beispielsweise als Fluor-Polymer-Folien. Es ist zweckmalbig,
dass die Abdecklagen 210, 220 eine geringe Haftkraft zum Ma-

terial des wellenlangenkonvertierenden Bogens 200 aufweisen.

Figur 4 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht
des Tragers 100, der lésbaren Klebefolie 110 und des wellen-
langenkonvertierenden Bogens 200 in einem der Darstellung der

Figur 3 zeitlich nachfolgenden Bearbeitungsstand.
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Die zuvor noch an der Oberseite 201 des wellenlangenkonver-
tierenden Bogens 200 befindliche erste Abdecklage 210 ist
entfernt worden. Das Entfernen der ersten Abdecklage 210 kann

beispielsweise durch einfaches Abziehen erfolgt sein.

Figur 5 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht
des Tragers 100, der lésbaren Klebefolie 110 und des wellen-
langenkonvertierenden Bogens 200 in einem der Darstellung der

Figur 4 zeitlich nachfolgenden Bearbeitungsstand.

An der QOberseite 201 des wellenldngenkonvertierenden Bo-
gens 200 ist eine Gitterstruktur 300 angeordnet worden. Fi-
gur © zeigt eine schematische Aufsicht auf eine Vorder-
seite 301 der Gitterstruktur 300. Figur 7 zeigt eine schema-

tische geschnittene Seitenansicht der Gitterstruktur 300.

Die Gitterstruktur 300 ist als flaches, ebenes und im Wesent-
lichen zweidimensionales Gitter mit einer Mehrzahl von Off-
nungen 310 ausgebildet, die sich jeweils von der Vorderseite
301 der Gitterstruktur 300 zu einer der Vorderseite 301 ge-
geniilberliegenden Rickseite 302 der Gitterstruktur 300 durch
die Gitterstruktur 300 erstrecken. Es ist zweckmaBig, dass
die Offnungen 310 der Gitterstruktur 300 in einem regelmiBi-
gen zweldimensionalen Muster angeordnet sind, beispielsweise
in einer rechteckigen Matrixanordnung. Es ist zweckmaBig,
dass die Offnungen 310 der Gitterstruktur 300 rechteckige
Querschnitte aufweisen. Beispielsweise k&nnen die Offnungen
310 der Gitterstruktur 300 quadratische Querschnitte aufwei-

sen.

Es ist zweckmdBig, dass die Gitterstruktur 300 ein Material
mit hoher optischer Reflektivitdt aufweist. Insbesondere ist
es zweckmalRig, dass die Vorderseite 301 der Gitterstruk-

tur 300 eine hohe optische Reflektivitat aufweist. Die Git-

terstruktur 300 kann beispielsweise ein Metall oder einen
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Kunststoff aufweisen. Insbesondere kann die Gitterstruk-
tur 300 beispielsweise Kupfer und/oder Silber, PEEK, PPA oder

ein weiles Epoxidharz aufweisen.

Die Gitterstruktur 300 kann bereits vor ihrer Anordnung an
der Qberseite 201 des wellenldngenkonvertierenden Bogens 200
strukturiert worden sein, also insbesondere mit den Offnun-
gen 310 versehen worden sein. Die Offnungen 310 kénnen bei-
spielsweise durch ein Stanzverfahren oder ein Atzverfahren

angelegt worden sein.

Das Anordnen der Gitterstruktur 300 an der Oberseite 201 des
Bogens 200 kann beispielsweise durch Laminieren erfolgt sein.
Die Gitterstruktur 300 kann durch eine vorhandene Klebrigkeit
der QOberseite 201 des wellenldngenkonvertierenden Bogens 200
an der Oberseite 201 des wellenlangenkonvertierenden Bo-

gens 200 gehalten werden. Die Gitterstruktur 300 ist derart
an der Oberseite 201 des wellenlangenkonvertierenden Bo-

gens 200 angeordnet worden, dass die Vorderseite 301 der Git-
terstruktur 300 der Oberseite 201 des wellenlangenkonvertie-
renden Bogens 200 zugewandt ist und mit der Oberseite 201 des
wellenlangenkonvertierenden Bogens 200 in Kontakt steht. Die
Vorderseite 301 der Gitterstruktur 300 ist bei der in Figu-
ren 5 bis 7 gezeigten Ausfihrungsform des Gitters 300 eben

ausgebildet.

Die Gitterstruktur 300 weist eine in Richtung von ihrer Vor-
derseite 301 zu ihrer Rlckseite 302 bemessene Dicke 303 auf.
Die Dicke 303 kann beispielsweise zwischen 20 pm und 100 um
betragen. Insbesondere kann die Dicke 303 beispielsweise

50 um betragen.

Figur 8 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht

des Tragers 100, der losbaren Klebefolie 110, des wellenlan-
genkonvertierenden Bogens 200 und der Gitterstruktur 300 in
einem der Darstellung der Figur 5 zeitlich nachfolgenden Be-

arbeitungsstand.
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An der Oberseite 201 des wellenlangenkonvertierenden Bo-

gens 200 sind mehrere optoelektronische Halbleiterchips 400
in den Offnungen 310 der Gitterstruktur 300 angecordnet wor-
den. Die optcelektronischen Halbleiterchips 400 sind dazu
ausgebildet, elektromagnetische Strahlung, beispielsweise
sichtbares Licht, zu emittieren. Dabei sind die optoelektro-
nischen Halbleiterchips 400 dazu ausgebildet, elektromagneti-
sche Strahlung mit einer Wellenldnge zu emittieren, die durch
den wellenldngenkonvertierenden Bogen 200 zumindest teilweise
in elektromagnetische Strahlung einer anderen Wellenlange
konvertiert werden kann. Die optoelektronischen Halbleiter-
chips 400 kénnen beispielsweise dazu ausgebildet sein, elekt-
rische Strahlung mit einer Wellenldnge aus dem blauen oder
ultravioletten Spektralbereich zu emittieren. Bei den opto-
elektronischen Halbleiterchips 400 kann es sich beispiels-

weise um Leuchtdiodenchips (LED-Chips) handeln.

Im in Figur 8 dargestellten Beispiel sind die optoelektroni-
schen Halbleiterchips 400 als Saphir-Flip-Chips ausgebildet.
Jeder optoelektronische Halbleiterchip 400 weist eine eine
Strahlungsemissionsfldche bildende Vorderseite 401 auf. Die
Vorderseite 401 kann an einer Saphir-Seite des jeweiligen
optoelektronischen Halbleiterchips 400 gebildet sein. Im Be-
trieb des jeweiligen optoelektronischen Halbleiterchips 400
wird zumindest ein Teil der durch den optoelektronischen
Halbleiterchip 400 emittierten elektromagnetischen Strahlung
an der die Strahlungsemissionsflache bildenden Vorder-

seite 401 abgestrahlt. Zusatzlich kann elektromagnetische
Strahlung auch an anderen Fladchen der optoelektronischen
Halbleiterchips 400 abgestrahlt werden. Die optoelektroni-
schen Halbleiterchips 400 kénnten alternativ auch beispiels-
weise als oberflachenemittierende Flip-Chips ausgebildet

sein.

Weiter weist jeder optoelektronische Halbleiterchip 400 eine

der Vorderseite 401 gegenliberliegende Ruckseite 402 auf. An
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der Riickseite 402 sind elektrische Kontaktfldchen 410 der
optoelektronischen Halbleiterchips 400 angeordnet, Uber die
der jeweilige optoelektronische Halbleiterchip 400 elektrisch
kontaktiert und mit elektrischem Strom beziehungsweise

elektrischer Spannung beaufschlagt werden kann.

Die optoelektronischen Halbleiterchips 400 sind derart an der
Cberseite 202 des wellenlangenkonvertierenden Bogens 200 an-
geordnet worden, dass die Vorderseiten 401 der optoelektroni-
schen Halbleiterchips 400 der Oberseite 201 des wellenlédngen-
konvertierenden Bogens 200 zugewandt sind und mit dieser in
Kontakt stehen. Dabei kdénnen die optoelektronischen Halb-
leiterchips 400 durch eine Klebrigkeit der Oberseite 201 des
wellenlangenkonvertierenden Bogens 200 an ihren jeweiligen

Positionen gehalten werden.

Die optoelektronischen Halbleiterchips 400 sind in den Off-
nungen 310 der Gitterstruktur 300 angeordnet worden. Dabei
ist in jeder Offnung 310 der Gitterstruktur 300 ein opto-

elektronischer Halbleiterchip 400 angeordnet worden.

Es ist zweckmdBig, dass die Offnungen 310 der Gitterstruktur
300 eine Form aufweisen, die der Form der Vorderseiten 401
der optoelektronischen Halbleiterchips 400 dhnlich ist. Bei-
spielsweise koénnen sowchl die Offnungen 310 der Gitterstruk-
tur 300 als auch die Vorderseiten 401 der optoelektronischen
Halbleiterchips 400 rechteckig, insbescondere quadratisch,

ausgebildet sein.

Dabei weist jede Offnung 310 der Gitterstruktur 300 eine Fli-
che 311 auf, die etwas grolBer ist als eine Flache 404 der
Vorderseite 401 des zugehdrigen optoelektronischen Halb-
leiterchips 400. Dadurch sind die optoelektronischen Halb-
leiterchips 400 beabstandet von der Gitterstruktur 300 in den
Offnungen 310 der Gitterstruktur 300 angeordnet. Beispiels-
weise koénnen die Fliachen 311 der Offnungen 310 der Git-

Q

terstruktur 300 zwischen 10 % und 30 % grdler sein als die
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Flachen 404 der Vorderseiten 401 der optoelektronischen Halb-
leiterchips 400. Beispielsweise kdnnen die Vorderseiten 401
der optoelektronischen Halbleiterchips 400 jeweils eine Fla-
che 404 von 1000 pm x 1000 pm aufweisen. Die Offnungen 310
der Gitterstruktur 300 kénnen beispielsweise jeweils eine

Fldche 311 von 1100 pm x 1100 pm aufweisen.

Das Anordnen der optoelektronischen Halbleiterchips 400 an
der Cberseite 201 des wellenlangenkonvertierenden Bogens 200
kann beispielsweise durch ein Die-Attach-Verfahren erfolgt
sein. Dabei kénnen die Offnungen 310 der Gitterstruktur 300
zur lokalen Ausrichtung der optoelektronischen Halbleiter-

chips 400 genutzt worden sein.

Jeder optoelektronische Halbleiterchip 400 weist eine in
Richtung von seiner Vorderseite 401 zu seiner Rickseite 402
bemessene Dicke 403 auf. Es ist zweckmidBig, dass die Di-

cke 303 der Gitterstruktur 300 geringer als die Dicke 403 der
optoelektronischen Halbleiterchips 400 ist. Die Riicksei-

ten 402 der an der Oberseite 201 des wellenldngenkonvertie-
renden Bogens 200 angeordneten optoelektronischen Halbleiter-
chips 400 ragen dann iber die Riickseite 302 der an der Ober-
seite 201 des wellenladngenkonvertierenden Bogens 200 angeord-

neten Gitterstruktur 300 hinaus.

Nach dem Anordnen der optoelektronischen Halbleiterchips 400
an der Oberseite 201 des wellenlangenkonvertierenden Bo-

gens 200 kann ein weiterer Verfahrensschritt durchgefiithrt
werden, um das Material des wellenlangenkonvertierenden Bo-
gens 200 auszuhdrten. Das Aushidrten des Materials des wellen-
langenkonvertierenden Bogens 200 kann dabei beispielsweise
durch eine thermische Behandlung oder durch Bestrahlung mit

Licht einer festgelegten Wellenlange erfolgen.

Figur 9 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht
des Tragers 100, der ldsbaren Klebefolie 110, des wellenlan-

genkonvertierenden Bogens 200, der Gitterstruktur 300 und der
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optoelektronischen Halbleiterchips 400 in einem der Darstel-

lung der Figur 8 zeitlich nachfolgenden Bearbeitungsstand.

An der Oberseite 201 des wellenldngenkonvertierenden Bo-

gens 200 ist ein Vergussmaterial 500 angeordnet worden. Dabei
sind die an der QOberseite 201 des wellenldngenkonvertierenden
Bogens 200 angeordnete Gitterstruktur 300 und die an der
Cberseite 201 des wellenlangenkonvertierenden Bogens 200 an-
geordneten optoelektronischen Halbleiterchips 400 zumindest
teilweise in das Vergussmaterial 500 eingebettet worden. Die
Rickseite 302 der Gitterstruktur 300 und sich zwischen der
Vorderseite 301 und der Rickseite 302 erstreckende Seitenfla-
chen der Gitterstruktur 300 sind zumindest teilweise durch
das Vergussmaterial 500 bedeckt. Auch sich zwischen den Vor-
derseiten 401 und den Rlckseiten 402 der optoelektronischen
Halbleiterchips 400 erstreckende Seitenflidchen der optoelekt-
ronischen Halbleiterchips 400 sind zumindest teilweise durch
das Vergussmaterial 500 bedeckt. Die Riickseiten 402 der opto-
elektronischen Halbleiterchips 400 sind dagegen zumindest so-
weilt frei und durch das Vergussmaterial 500 unbedeckt geblie-
ben, dass die an den Rickseiten 402 der optoelektronischen
Halbleiterchips 400 angecrdneten elektrischen Kontaktfla-
chen 410 weiter zugédnglich sind. Das Vergussmaterial 500
grenzt auch an die QOberseite 201 des wellenlangenkonvertie-

renden Bogens 200 an.

Das Vergussmaterial 500 bildet einen Formkdrper 510, in den
die Gitterstruktur 300 und die optcoelektronischen Halbleiter-
chips 400 zumindest teilweise eingebettet sind. Der Formkdor-
per 510 weist eine an die Oberseite 201 des wellenlangenkon-
vertierenden Bogens 200 angrenzende Vorderseite 511 und eine
der Vorderseite 511 gegeniberliegende Rluckseite 512 auf. Es
ist zweckmalig, dass die Riuckseiten 402 der optoelektroni-
schen Halbleiterchips 400 etwa bindig mit der Riickseite 512
des Formkdrpers 510 abschlieBRBen. Die Riickseite 302 der Git-
terstruktur 300 ist hingegen durch den Formkérper 510 be-
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deckt. Die Vorderseiten 401 der optoelektronischen Halb-
leiterchips 400 und die Vorderseite 301 der Gitterstruktur
300 schlieRen bindig mit der Vorderseite 511 des Formkdrpers
510 ab. Der durch das Vergussmaterial 500 gebildete Formkdr-
per 510, die in den Formkdrper 510 eingebettete Gitterstruk-
tur 300, die in den Formkdérper 510 eingebetteten optoelektro-
nischen Halbleiterchips 400 und der wellenladngenkonvertie-

rende Bogen 200 bilden gemeinsam einen Verbundkdérper 600.

Das Vergussmaterial 500 und der aus dem Vergussmaterial 500
gebildete Formkdrper 510 kdnnen eine hohe optische Reflekti-
vitat aufweisen. Das Vergussmaterial 500 kann beispielsweise
ein Silikon oder ein Epoxidharz aufweisen. AuBerdem kann das
Vergussmaterial 500 eingebettete Partikel aufweisen, bei-
spielsweise optisch reflektierende Partikel, beispielsweise

Partikel, die TiO, aufweigen.

Das Vergussmaterial 500 kann beispielsweise in flieBfahiger
Form an der Cberseite 201 des wellenldngenkonvertierenden Bo-
gens 200 Uber der Gitterstruktur 300 und zwischen den opto-
elektronischen Halbleiterchips 400 angeordnet worden sein.
Hierzu kann zuvor ein die Gitterstruktur 300 und die opto-
elektronischen Halbleiterchips 400 an der Qberseite 201 des
wellenlédngenkonvertierenden Bogens 200 umgrenzender Damm vor-
gesehen worden sein. Das Anordnen des Vergussmaterials 500
kann beispielsweise durch ein Dosierverfahren erfolgt sein,
insbesondere beispielsweise durch ein beriihrungsloses Dosier-
verfahren. Beispielsweise kann das Vergussmaterial 500 durch
Jetting angeordnet worden sein. Falls auf das vorherige Vor-
sehen eines Damms verzichtet wurde, so wurde das Vergussmate-
rial 500 zweckmadBigerweise in zadhfliissiger Form an der Ober-
seite 201 des wellenldngenkonvertierenden Bogens 200 angeord-
net, um ein UbermadBiges Zerflielen des Vergussmaterials 500

zu verhindern.

Nach dem Anordnen des Vergussmaterials 500 an der Ober-

seite 201 des wellenlangenkonvertierenden Bogens 200 kann ein
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weiterer Verfahrensschritt zum Aushdrten des aus dem Verguss-
material 500 gebildeten Formkérpers 510 durchgefiihrt werden.
Das Ausharten des Formkorpers 510 kann beispielsweise durch
eine thermische Behandlung oder durch Bestrahlung mit Licht
einer festgelegten Wellenldnge erfolgen. Es ist mdglich, das
Material des wellenldngenkonvertierenden Bogens 200 und den
aus dem Vergussmaterial 500 gebildeten Formkérper 510 in ei-

nem gemeinsamen Bearbeitungsschritt auszuharten.

Figur 10 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht
des Verbundk&rpers 600 in einem der Darstellung der Figur 9

zeitlich nachfolgenden Bearbeitungsstand.

Der Verbundkorper 600 ist von der Oberseite 101 des Tra-

gers 100 abgeldst worden. Dies ist durch Abldsen der ldsbaren
Klebefolie 110 von der Oberseite 101 des Tragers 100 erfolgt.
Hierzu wurde die Klebeverbindung zwischen der zweiten Seite
112 der 1l6sbaren Klebefolie 110 und der Oberseite 101 des
Tragers 100 geldst. Das Ablosen des Verbundkdrpers 600 von
der Cberseite 101 des Tragers 100 kann dadurch erleichtert
worden sein, dass die in den Formkdrper 510 eingebettete Git-
terstruktur 300 eine mechanische Stabilisierung und Verstei-
fung des den Formkérper 510 umfassenden Verbundkdrpers 600
bewirkt. In dem in Figur 10 gezeigten Bearbeitungsstand ist
die erste Seite 111 der lésbaren Klebefolie 110 noch mit der
an der Unterseite 202 des wellenlangenkonvertierenden Bo-

gens 200 angeordneten zweiten Abdecklage 220 verbunden.

Figur 11 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht
des Verbundkdrpers 600 und der ldsbaren Klebefolie 110 in ei-
nem der Darstellung der Figur 10 zeitlich nachfolgenden Bear-

beitungsstand.

Der Verbundkorper 600 ist an einer weiteren Folie 700 ange-
ordnet worden. Dabei wurde der Verbundkdrper 600 derart ange-
ordnet, dass die Riickseiten 402 der optoelektronischen Halb-

leiterchips 400 der weiteren Folie 700 zugewandt sind und der
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wellenldngenkonvertierende Bogen 200 von der weiteren Fo-
lie 700 abgewandt ist. Der Verbundkdrper 600 kann beispiels-
welse mittels einer Klebeverbindung mit der weiteren Fo-

lie 700 verbunden sein. Die weitere Folie 700 kann auch als

Dicing-Folie bezeichnet werden.

Figur 12 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht
des an der weiteren Folie 700 angeordneten Verbundkorpers 600
in einem der Darstellung der Figur 11 zeitlich nachfolgenden

Bearbeitungsstand.

Die zuvor an der Unterseite 202 des wellenlangenkonvertieren-
den Bogens 200 angeordnete zweite Abdecklage 220 und die mit
der zweiten Abdecklage 220 verbundene lésbare Klebefolie 110
sind von dem Verbundkoérper 600 abgeldst worden. Das Abldsen
kann beispielsweise durch ein Abziehen der zweiten Abdecklage
220 von der Unterseite 202 des wellenlangenkonvertierenden

Bogens 200 erfolgt sein.

Figur 13 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht
des an der weiteren Folie 700 angeordneten Verbundkoérpers 600
in einem der Darstellung der Figur 12 zeitlich nachfolgenden

Bearbeitungsstand.

Der Verbundkorper 600 ist entlang von senkrecht zu der weite-
ren Folie 700 verlaufenden Trennebenen 710 zerteilt worden.
Das Zerteilen des Verbundkdrpers 600 kann beispielsweise
durch S&gen, Lasertrennen oder Stanzen erfolgt sein. Jeder
durch das Zerteilen entstandene Teil des Verbundkdrpers 600
weist mindestens einen eingebetteten optoelektronischen Halb-
leiterchip 400 auf und bildet ein optoelektronisches Bauele-

ment 10.

Figur 14 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht
einer alternativen Ausfihrungsform der Gitterstruktur 300.

Die in Figur 14 gezeigte Ausfihrungsform der Gitterstruk-
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tur 300 kann bei dem anhand der Figuren 1 bis 13 beschriebe-
nen Verfahren anstelle der in Figuren 6 und 7 gezeigten Aus-

fihrungsform der Gitterstruktur 300 verwendet werden.

Die in Figur 14 gezeigte Ausfilhrungsform der Gitterstruk-

tur 300 unterscheidet sich von der in Figuren 6 und 7 gezeig-
ten Ausfithrungsform der Gitterstruktur 300 dadurch, dass die
Gitterstruktur 300 an ihrer Vorderseite 301 eine Strukturie-
rung 320 aufweist. Die Vorderseite 301 der Gitterstruktur 300
ist damit nicht eben ausgebildet. Im in Figur 14 gezeigten
Beispiel umfasst die Strukturierung 320 die Offnungen 310 der
Gitterstruktur 300 zumindest teilweise umlaufende Sagezahn-
strukturen. Die Sigezahnstrukturen kénnen die Offnungen 310
der Gitterstruktur 300 beispielsweise radialsymmetrisch um-
schlieBen. Die Sagezahnstrukturen der Strukturierung 320 an
der Vorderseite 301 der Gitterstruktur 300 kénnen dazu die-
nen, bei den optoelektronischen Bauelementen 10 durch die
optoelektronischen Halbleiterchips 400 emittierte elektromag-
netische Strahlung zu bindeln, indem sie schridg abgestrahlte
elektromagnetische Strahlung in Richtung eines optischen
Zentrums reflektieren. Die Strukturierung 320 an der Vorder-
seite 301 der Gitterstruktur 300 kdnnte auch anders ausgebil-

det sein.

Figur 15 zeigt eine schematische Aufsicht auf die Vorder-
seite 301 einer weiteren alternativen Ausfithrungsform der
Gitterstruktur 300. Die in Figur 15 gezeigte Ausfihrungsform
der Gitterstruktur 300 kann bei dem anhand der Figuren 1 bis
13 beschriebenen Verfahren anstelle der in Figuren 6 und 7
gezeigten Ausfiihrungsform der Gitterstruktur 300 verwendet

werden.

Die in Figur 15 gezeigte Ausfihrungsform der Gitterstruk-
tur 300 unterscheidet sich von der in Figuren 6 und 7 gezeig-
ten Ausfiihrungsform der Gitterstruktur 300 durch zusadtzliche
Durchbriiche 315, die zwischen den Offnungen 310 der Git-

terstruktur 300 angeordnet sind und sich jeweils zwischen der
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Vorderseite 301 und der Rickseite 302 durch die Gitterstruk-
tur 300 erstrecken. Die Durchbriiche 315 kdénnen beispielsweise
gemeinsam mit den Offnungen 310 in der Gitterstruktur 300 an-

gelegt worden sgein.

Die Durchbriiche 315 sind so angeordnet, dass sich die Trenn-
ebenen 710, entlang derer der Verbundkdérper 600 in dem in Zu-
sammenhang mit Figur 13 beschriebenen Verfahrensschritt zer-
teilt wird, durch die Durchbriiche 315 erstrecken. Die Durch-
briiche 315 erleichtern dadurch das Zerteilen des Verbundkdr-
pers 600, indem sie das Zerteilen der einen Teil des Verbund-
korpers 600 bildenden Gitterstruktur 300 erleichtern. Insbe-
sondere kann das Vorsehen der Durchbriiche 315 eine Verwendung
eginer hoheren Sdgegeschwindigkeit ermdglichen. Durch die
Durchbriiche 315 wird auberdem eine iUbermabige Gratbildung
wahrend des Zerteilens der einen Teil des Verbundkdrpers 600
bildenden Gitterstruktur 300 verhindert.

In einer weiteren Ausfihrungsform der Gitterstruktur 300
welist diese sowohl die an der Vorderseite 301 ausgebildete

Strukturierung 320 als auch die Durchbriiche 315 auf.

Die Erfindung wurde anhand der bevorzugten Ausfithrungsbei-
spiele ndher illustriert und beschrieben. Dennoch ist die Er-
findung nicht auf die coffenbarten Beispiele eingeschrankt.
Vielmehr kodnnen hieraus andere Variationen vom Fachmann abge-
leitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlas-

sen.
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BEZUGSZEICHENLISTE

optoelektronisches Bauelement
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Oberseite

losbare Klebefolie
erste Seite

zwelte Seite

wellenlangenkonvertierender Bogen
Oberseite

Unterseite

erste Abdecklage

zweite Abdecklage

Gitterstruktur
Vorderseite
Riickseite
Dicke

Offnung

Flache
Durchbruch

Strukturierung

optoelektronischer Halbleiterchip
Vorderseite

Riuckseite

Dicke

Fl&ache

elektrische Kontaktfléache

Vergussmaterial
Formkorper
Vorderseite

Riickseite
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PATENTANSPRUCHE

Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen Bauele-
ments (10)

mit den folgenden Schritten:

- Bereitstellen eines Tragers (100);

- Befestigen eines ein wellenldngenkonvertierendes Mate-
rial aufweisenden Bogens (200) an einer Oberseite (101)
des Tragers (100);

- Anordnen einer Gitterstruktur (300) an einer Qberseite
(201) des Bogens (200);

- Anordnen eines optoelektronischen Halbleiterchips (400)
in einer Offnung (310) der Gitterstruktur (300) an der
Oberseite (201) des Bogens (200);

- Anordnen eines Vergussmaterials (500) an der QOberseite
(201) des Bogens (200), wobei die Gitterstruktur (300)
und der optoelektronische Halbleiterchip (400) zumindest
teilweise in das Vergussmaterial (500) eingebettet wer-
den, wobei ein das Vergussmaterial (500), den Bogen
(200), die Gitterstruktur (300) und den optoelektroni-
schen Halbleiterchip (400) umfassender Verbundk&rper
(600) gebildet wird;

- Abldsen des Verbundkorpers (600) von dem Trager (100).

Verfahren gemal Anspruch 1,

wobei die Offnung (310) der Gitterstruktur (300) eine
Flache (311) aufweist, die zwischen 10 % und 30 % grdfBer
ist als die Flédche (404) einer Vorderseite (401) des

optoelektronischen Halbleiterchips (400).

Verfahren gemdl einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei die Gitterstruktur (300) durch Laminieren an der

Oberseite (201) des Bogens (200) angeordnet wird.

Verfahren gemadl einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobel die Gitterstruktur (300) in zur Oberseite (201) des
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Bogens (200) senkrechte Richtung eine Dicke (303) auf-
weist, die geringer als die Dicke (403) des optoelektro-

nischen Halbleiterchips (400) ist.

Verfahren gemdl einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei die Gitterstruktur (300) in zur Oberseite (201) des
Bogens (200) senkrechte Richtung eine Dicke (303) zwi-

schen 20 pm und 100 pm aufweist.

Verfahren gemdl einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei die Gitterstruktur (300) mit einer Vorderseite
(301) bereitgestellt wird, die eine Strukturierung (320)
aufweist,

wobeil die Gitterstruktur (300) derart angeordnet wird,
dass die Vorderseite (301) der Gitterstruktur (300) der
Oberseite (201) des Bogens (200) zugewandt ist.

Verfahren gemal Anspruch 6,
wobei die Strukturierung (320) eine die Offnung (310) der
Gitterstruktur (300) zumindest teilweise umlaufende Sage-

zahnstruktur umfasst.

Verfahren gemdBl einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobeil das Befestigen des Bogens (200) an der QOberseite
(101) des Tragers (100) die folgenden Schritte umfasst:
- Anordnen einer loésbaren Klebefolie (110) an der QOber-
seite (101) des Tragers (100);

- Anordnen des Bogens (200) an der Klebefolie (110);
wobei der Verbundkorper (600) von dem Trager (100) abge-
16st wird, indem die Klebefolie (110) von dem Trager
(100) abgelost wird.

Verfahren gemall einem der vorhergehenden Anspriche,
wobei der Bogen (200) als Bogen eines Materials bereitge-
stellt wird, das Silikon und in das Silikon eingebettete

wellenlédngenkonvertierende Partikel aufweist.
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.Verfahren gemal einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobei der optoelektronische Halbleiterchip (400) derart
an dem Bogen (200) angeordnet wird, dass eine eine Strah-
lungsemissionsflache bildende Vorderseite (401) des opto-
elektronischen Halbleiterchips (400) dem Bogen (200) zu-

gewandt ist.

.Verfahren gemall einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobeil das Anordnen des Vergussmaterials (500) so erfolgt,
dass eine Rickseite (402) des optoelektronischen Halb-
leiterchips (400) nicht durch das Vergussmaterial (500)
bedeckt wird.

.Verfahren gemal einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobeil das Verfahren den folgenden weiteren Schritt um-
fasst:

- Anordnen des Verbundkdrpers (600) an einer weiteren Fo-
lie (700) derart, dass der Bogen (200) von der weiteren

Folie (700) abgewandt ist.

Verfahren gemadll einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobeil die Gitterstruktur (300) mit einer Mehrzahl von
Offnungen (310) bereitgestellt wird,

wobei eine Mehrzahl optoelektronischer Halbleiterchips
(400) an dem Bogen (200) angeordnet wird,

wobeil der Verbundkdérper (600) so ausgebildet wird, dass

er alle optoelektronischen Halbleiterchips (400) umfasst.

.Verfahren gemall Anspruch 13,

wobei das Verfahren den folgenden weiteren Schritt um-
fasst:

- Zerteilen des Verbundkorpers (600).

Verfahren gemdl Anspruch 14,

wobeil das Zerteilen des Verbundkdrpers (600) entlang von
Trennebenen (710) erfolgt, die sich durch Durchbriiche
(315) der Gitterstruktur (300) erstrecken.
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Optoelektronisches Bauelement (10)

mit einem Verbundkdérper (600), der einen Formkorper
(510), einen in den Formkdérper (510) eingebetteten opto-
elektronischen Halbleiterchip (400), eine in den Formkdor-
per (510) eingebettete Gitterstruktur (300) und eine an
eine Vorderseite (511) des Formkorpers (510) angrenzende
Schicht (200) eines wellenlangenkonvertierenden Materials
umfasst,

wobei der optoelektronische Halbleiterchip (400) in einer
Offnung (310) der Gitterstruktur (300) angeordnet ist,
wobeil eine Vorderseite (401) des optoelektronischen Halb-
leiterchips (400) und eine Vorderseite (301) der Git-
terstruktur (300) bindig mit der Vorderseite (511) des

Formk&rpers (510) abschlieben.

.Optoelektronisches Bauelement (10) gemdfl Anspruch 16,

wobeil eine Riickseite (402) des optoelektronischen Halb-
leiterchips (400) blndig mit einer Rickseite (512) des
Formkorpers (510) abschlielit.

.Optoelektronisches Bauelement (10) gemdfl einem der An-

spriche 16 und 17,
wobel eine Ruckseite (302) der Gitterstruktur (300) durch
den Formkorper (510) bedeckt ist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der An-
spriche 16 bis 18,
wobeil die Vorderseite (301) der Gitterstruktur (300) eine

Strukturierung (320) aufweist.

.Optoelektronisches Bauelement (10) gemdB Anspruch 19,

wobeil die Strukturierung (320) eine die Offnung (310) der
Gitterstruktur (300) zumindest teilweise umlaufende Sage-

zahnstruktur umfasst.
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